SMY50

L — 55208 Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
S g | Firma: RFT
TS
NS Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanat
u% ] . ; typu P normalnie wylaczony) ze scalona
;- l ‘ dioda zabezpieczajaca w obudowie plasty-
S ' i kowej, potaczenie ptytki podloza jest wypro-
Fogs5 | l.v wadzone na zewnatrz, cigzar okoto 0,3 G
=28 Zastosowanie: uklady cyfrowe
6 A
s Ml Typy podobne: MEMS511 (GI)
LLJ "
I LTJJ Rys. 1-1054. SMY50
Wartosci charakterystyczne®’
| min typ max
—I, |3 mA | przy —Ups =2V, —Ugs =10V, —Ugp =0
—1Ip ‘ 10 mA | przy —Ups =10V, —Usg =10V
—Ur I3 \% przy Upg = Ugs, —Usp = 0, —Ip = 10 pA
sl { 10 | pA | przy —Ups=0, —Ugg =31V, —Usz =0
—Igss ‘ 0,1 wA przy —Ups =0, —Ugs =20V, —Ugg =0
—Ipss l 10 wA przy —Ups =31V, —Ugs =0, —Ugg =0
—Ipss ! 0,1 wA przy —Ups =20V, —Ugs =0, —Usg =0
s [ 015 | pA | przy —Usy =15V, —Upp =0, —Ugg = 0
—=Css | 12 pF przy —Ups =0, —Ugsg =0, —Ugp =0
Va1 ' 3,6 mS przy —Ups = —Ugs =10V, f=1 kHz
Rps 150 Q przy —Ip =100 pA, —Ugs =20V
Wartesci graniczne
—Ups max ’ 31+-0,3 ! \Y% —Ip max 25 mA
—Ugs max 31+--0,3 v y 0,1 mA
—Upg max 31+ =31 v IGSM max 2 mA
—UgB max 15+-0,3 v Prot max 225D | mW
—UgGB max 31+--0,3 v tseg —40-++125 °C
—Upg max 31+--0,3 v tamb —25++85 °C

D tamp = 25°C




Rys. 1-1055. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
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Rys. 1-1057. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-1056. Charakterystyka wejsciowa
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Rys. 1-1058. Zalezno$¢ rezystancji Rps od
napiecia bramki



